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【はじめに】GaN 基板上の AlGaN/GaN HEMTは GaNチャネルをホモエピタキシャル成長できる

ため、異種基板に成長した AlGaN/GaN HEMT に比べて高品質な HEMT が成長できる。我々は C

ドープ GaNバッファを含む GaN 基板上 AlGaN/GaN HEMT構造において、表面モフォロジと C濃

度の最適化によって高耐圧が得られることをこれまでに報告している[1]。今回、3 端子素子のオ

フ耐圧の評価を行い、さらに、高オフ耐圧の実現に向けた耐圧制限要因を調べたので報告する。 

【実験】c 面 n 型 GaN 基板上に、C ドープ GaN バッファ、アンドープ GaN チャネル、AlGaN バ

リアを MOCVD 法で成膜した。Ga と Al 原料には TMG および TMA を用い、C ドープ GaN バッ

ファの C濃度は成長温度によって制御した。HEMT 素子のオーミック電極には Ti/Al/Ti/Au、ショ

ットキー電極には Ni/Auを用いた。ゲート長は 20 m、ゲートドレイン間距離は 40 mである。 

【結果・考察】Fig. 1 に Id - Vd特性を示す。良好な電流飽和特性を示し、Vg = -10 V のオフ時には

Vdが 2000 Vを超えても素子破壊に至らなかった。Fig. 2に Vg = -10 V における Id - Vd特性及び、

ISub(基板方向の電流) - Vd特性を示す。2000 V以上の電圧領域において Idは Vd印加と共に増大し

ISubと一致する。以上から ISubの増加が耐圧を決定していることが分かる。ISub の伝導機構解明の

ために Fig. 2の ISub - Vdを解析した結果、100 Vまでは ISub ∝ Vd
1、100 V から約 1000 Vでは ISub ∝ 

Vd
2、となり、それぞれオーミック性および空間電荷制限電流(SCLC)による伝導と一致する[2]。1000 

V 以上の電圧領域で見られる電流増大は、Cドープ GaN バッファにおけるトラップへの電子捕獲

を介した SCLC である可能性が高く、SCLC の制御がオフ耐圧の向上に繋がると考えられる。 
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Fig. 1 Id – Vd characteristics of 

AlGaN/GaN HEMT on GaN substrate. 
Fig. 2 ISub - Vd and Id - Vd at Vg = -10 V. 
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